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1. 背景・目的 

超低消費電力の不揮発性磁気メモリ応用を目的に、電場印加による磁気特性制御が近年注目を

集めている。強磁性(FM) /反強磁性(AFM)積層膜界面による磁気的交換相互作用によって、FMの

磁化曲線はシフト(交換バイアス磁場：HEB)し、その大きさは積層膜界面の AFM スピンの大きさ

に比例する[1,2]。一方、Cr2O3 はコランダム構造を有する AFM(TN=308K)絶縁体であり、電気磁気

(Magnetoelectric Effect：ME)効果を示す物質である[3-5]。r (1-102)面の最表面は Crスピンが 2次元

的に強磁性配列する特殊な面であり、大きな HEB を得られる可能性を持つ。さらに、ME 効果を

利用して電場印加することで HEBを制御し FM が磁化反転を示すことを期待している。本発表で

は、r面配向 Cr2O3薄膜に積層した Co/Pt積層膜において得られた HEBについて報告する。 

 

2. 結果・考察 

[Pt/Co]3/Pt/Cr2O3 積層膜を DC-RF マグネトロンスパッタ法を

用いて作製した。[Pt/Co]3/Pt/r 面配向 Cr2O3積層膜に(±H, +E)を

印加し 400Kから 300Kまで電場磁場冷却を行った。+Hは 500mT

で[1 -1 2]方向、-Hは[-1 1- 2]方向とした。＋E は 1.1kVで[1 -1 2]

とした。その後、磁化測定を行った結果を Fig.1に示す。測定温

度は(a)5K、(b)300K である。5K 時、+H, +E 時は HEBが 221Oe

で+H, -E 時は HEBが-510Oeであった。300K時、+H, +E時は HEB

が 46Oeで+H, -E 時は HEBが-97Oe であった。5Kおよび 300Kど

ちらにおいても r面配向膜上Co/Pt膜にHEBの電場磁場冷却効果

を観測した。詳細な磁気特性を当日報告する。 
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Fig.1 M-H Curve of the Pt/Co/Cr2O3 multilayer after 

magnetoelectric field cooling at (a) 5K and (b) 300K.  

The HEB after field cooling reversed from 221Oe to 

-510Oe at 5K, and from 46Oe to -97Oe at 300K. 
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